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a)

La celda, a nivel de materiales, es una juntura pn. Con una banda de valencia caracteristica, a la cual
saltan los fotones que recibe el panel. Cuando la luz llega a la celda se produce la formacidn de pares
hueco-electrdn, los que se desplazan a través del sélido creando asi una corriente eléctrica.

La juntura pn constituye un diodo, lo que define el sentido en el cual viajan los portadores, pada
modelar la celda se usa entonces el siguiente circuito equivalente:

Existe otro modelo mds completo, que considera las caidas de tension en la celda, pero con el
anterior es suficiente.
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b)

La siguiente figura muestra varias curvas |-V de una celda fotovoltaica a distintos niveles de
radiacion, en esta gréfica se identifican las corrientes de corto circuito (I..), voltaje de circuito
abierto (V) y el voltaje de maxima potencia (Vnpp)-
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Figura 4-2 - Perfiles VI de celda SunPower C-60 a distintos niveles de radiacion. Notar que la
corriente de cortocircuito crece de manera lineal con la radiacion incidente.



La siguiente figura muestra curvas P-V de una celda fotovoltaica a distintos niveles de radiacion, en
esta grafica se identifican las corrientes de corto circuito (/..), voltaje de circuito abierto (I.;) y el
voltaje de maxima potencia (Vy,pp)-
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Figura 4.2-2 - Perfil de potencia versus voltaje para paneles en azotea del DIE. En esta
figura es explicita la disminucién en la potencia maxima, pasando de 132[W]a 118[W] al
comparar las mediciones de las 16:00 y las 17:00.

Ademas, la relacion que existe entre estas dos graficas, es que al trazar el rectangulo que se forma
desde el origen hasta algun punto de la curva en la grafica I-V, encontramos que la superficie de
dicho rectangulo es igual al valor de la potencia observada en el grafico P-V en el punto

correspondiente de mismo voltaje. Naturalmente entonces, el area de este rectangulo se maximiza
en el punto de V.
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c) Ya estd graficado en la primera figura de la parte b). Al cambiar la posicion del panel, estoy
alterando el nivel de radiacién que llega sobre la celda, luego a menores niveles de
radiacidon, se observa que I.. disminuye y que V., varia muy poco. Dado que menos
radiacidn arroja una curva “mas abajo” en la grafica, se tiene que la potencia (superficie del
rectangulo) serd menor también. Los niveles de maxima potencia seran menores.



d)
El factor de llenado esta dado por la siguiente expresion:
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donde,

FF:  Factor de llenado.
P.ee: Potencia maxima.
Vo.: Voltaje de circuito abierto.
lsc:  Corriente de cortocircuito.

Luego, si volvemos a la curva |-V, vemos que el numerador de este factor corresponde a la
superficie del rectangulo bajo la curva en el punto de maxima potencia. El denominador
serd la superficie de un rectdngulo mas grande que cubre toda el area “por fuera” del la
curva.
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El factor de llenado se puede interpretar entonces como la razén entre estas dos superficies,
0 en otras palabras, “qué tanto” llena el rectangulo chico al rectangulo grande.

Al cambiar la posicion del panel (distintos niveles de radiacién), ambas superficies van a
variar, pero no necesariamente en igual medida, por lo que seria posible encontrar un nivel
de radiacidn en que haya una potencia maxima menor, pero con un factor de llenado mayor,
lo que podria tentar a usar de esa forma el panel, pensando que se “aprovecha mejor” la
potencia. Sin embargo, el factor de llenado estd determinado netamente con variables
propias de la celda, y no considera los distintos niveles de energia que esta entregando el
sol. Por esta razén el factor de llenado podria no ser un buen indicador de eficiencia al
momento de hacer funcionar la celda o de elegir la posicién de la misma.



